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Работа выполнена в рамках задания 3.1.03 ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлек-
троника», подпрограммы «Микро- и наноэлектроника». 
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Изотопный состав природного кремния (28Si (92,23 %), 29Si (4,68 %) и 

30Si (3,09 %)) оказывает заметное влияние на форму полос ИК поглощения, обуслов-
ленных примесными атомами кислорода. В настоящей работе предпринята попытка 
определить положение локальных колебательных мод ЛКМ, обусловленных квази-
молекулами 28Si-16OS-29Si и 28Si-16OS-30Si (OS –атом кислорода в узле решетки), для 
спектров поглощения, измеренных при комнатной температуре. Проведена оценка 
изотопических сдвигов соответствующих мод путем подгонки формы полосы по-
глощения для комплекса вакансия-кислород (А-центр) в облученных кристаллах Si. 
Изотопические сдвиги ЛКМ равны 2,2±0,25 см−1 для 28Si-16OS-29Si и 4,3±0,9 см−1 для 
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28Si-16OS-30Si по отношению к полосе 28Si-16OS-28Si, а полуширина полосы поглоще-
ния А-центра (28Si-16OS-28Si) составляет 5,3±0,25 см-1. 

Ключевые слова: локальные колебательные моды; кремний; ИК-поглощение; 
изотопический сдвиг; изотопный состав. 
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Isotopic content of natural silicon (28Si (92,23 %), 29Si (4,68 %) и 30Si (3,09 %)) affects 

noticeably the shape of IR absorption bands related to the oxygen impurity atoms. In the 
present work an attempt is undertaken to determine the positions of LVMs, related to qua-
simolecules 28Si-16OS-29Si and 28Si-16OS-30Si (OS - substitutional oxygen atom), for the ab-
sorption spectra measured at room temperature. An estimation of the isotopic shifts of cor-
responding modes in a semi empirical way has been done by the fitting the shape of the 
experimentally measured absorption band related to the vacancy-oxygen center in irradi-
ated Si crystals. The LVM isotope shifts are found to be equal 2,2±0,25 см−1 for 28Si-16OS-
29Si and 4,3±0,9 см-1 for 28Si-16OS-30Si in relation to the basic band 28Si-16OS-28Si, and the 
full width at half maximum of the A-center absorption band (28Si-16OS-28Si) is 
5,3±0,25 cm−1. 

Key words: local vibrational mode; silicon; infra-red absorption; isotopic shift; isotopic content. 

Полный текст материалов доклада будет опубликован в журнале «Журнал Бело-
русского государственного университета. Физика»; 2021 г. 
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Используя тепловой механизм генерации звука, рассмотрено возбуждение аку-
стических колебаний при торможении высокоэнергетических ионов в конденсиро-
ванных средах. В модели цилиндрического трека рассчитаны амплитуды акустиче-
ского сигнала и возникающих при этом угловых и радиальных напряжений. 

Ключевые слова: термоакустические процессы; трекообразование; температурное 
поле; поле перемещений; термоупругие напряжения. 


